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【はじめに】 
半極性面 GaN は量子閉じ込めシュタルク効果を抑制し、LED の発光効率向上の手段として大き

な注目を集めている。半極性面 GaN 基板の品質が発光効率に与える影響は顕著であり、低転位密
度の自立 GaN 基板が望まれている。我々はこれまでに、有機金属気相成長法  (MOVPE 法) によ
りサファイア加工基板上に{20-21} GaN の成長を行ってきた。その結果、-c 軸方向の成長部分に
積層欠陥が密集することが確認された [1]。また、この結晶をテンプレートとしてハイドライド気
相成長法 (HVPE 法) により自立 {20-21} GaN 基板を作製した。その結果、テンプレートの積層
欠陥が伝搬することにより低転位密度化を阻害するため、テンプレートの作製段階において積層
欠陥を抑制する必要性が明らかとなった。 

そこで本研究では、MOVPE 法による結晶成長条件の最適化により-c 軸方向の成長を抑制し、
積層欠陥密度を低減した{20-21} GaN テンプレートの作製を試みた。 
【実験・結果】 

{22-43}サファイア基板上にスパッタを用い、厚み 100 nm の SiO2を成膜した。続いて、フォト
リソグラフィー、反応性イオンエッチング装置を用い、深さ 1 μm、テラス / トレンチ = 3 μm / 3 
μm のストライプ状周期溝加工を施した。このようにして作製したサファイア加工基板を用い、
MOVPE 法により GaN 低温バッファー層を堆積後、種々の条件で GaN を成長させ-c 軸方向の成長
と積層欠陥について評価した。図 1 に V/III 比を変更して成長したサンプルの断面を走査型電子顕
微鏡 (SEM) 像を示す。V/III 比 147 で成長したサンプルでは-c 軸方向に大きく成長していた。一
方で、V/III 比 882 で成長させたサンプルも若干ではあるが、-c 軸方向の成長を確認した。V/III
比 294 で成長したサンプルでは-c 軸方向にほとんど成長していないことを確認した。図 2 に 4 K
で測定したフォトルミネッセンス (PL) の規格化スペクトルを示す。-c 軸方向の成長に伴い
3.46eV 付近の基底面積層欠陥 (BSFs)、3.33eV 付近のプリズム面積層欠陥 (PSFs) に由来する発光
ピークと強い相関性があることが分かった。この結果、V/III 比を制御することで積層欠陥の発生
を抑制することが可能であることが分かった。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 1 V/III 比を変更して作製したサンプルの断面 SEM 像            図 2 4 K における規格化 PL 
     (a) V/III = 147, (b) V/III = 294, (c) V/III = 882                    スペクトル  
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